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(54)发明名称  

    用于化学机械平坦化的经设计的非

聚合有机颗粒 

 

(57)摘要  

    一种包含复合非聚合有机颗粒的磨

料组合物，其可用于化学机械平坦化

(CMP)并且可以广泛地用于半导体工业。

该复合颗粒单独地包含至少一种非聚合有

机组分和至少一种不同于该至少一种非聚

 



合有机组分的其它化学组分。如果将一种

或多种组分引入磨料粒，该浆料组合物可

以大大地简化。当在 CMP 应用中作为新的

磨料组合物使用时，该磨料组合物提供有

效的抛光速率、优异的选择性和良好的表

面质量。 
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权 利 要 求 说 明 书 

1.用于化学机械平坦化的复合颗粒，其中该复合颗粒单独地包含至少一种非聚合有

机组分和至少一种不同于该至少一种非聚合有机组分的其它化学组分。 

 

 

 

2.根据权利要求 1的复合颗粒，其中所述至少一种非聚合有机组分是可以与待抛光

的金属形成络合物的化合物。 

 

 

 

3.根据权利要求 2的复合颗粒，其中所述可以与待抛光的金属形成络合物的化合物

是三聚氰胺或三聚氰胺衍生物。 

 

 

 

4.根据权利要求 1的复合颗粒，其中所述不同于该至少一种非聚合有机组分的至少

一种其它化学组分是可以将待抛光的金属薄膜转化的氧化剂。 

 

 

 

5.根据权利要求 1的复合颗粒，其中所述不同于该至少一种非聚合有机组分的至少

一种其它化学组分是可以在待抛光的金属表面上形成保护层的钝化剂。 

 

 

 

6.根据权利要求 1的复合颗粒，其中一部分该颗粒具有至少 A 型颗粒构型。 

 

 



 

7.根据权利要求 1的复合颗粒，其中一部分该颗粒具有至少 B 型颗粒构型。 

 

 

 

8.根据权利要求 1的复合颗粒，其中一部分该颗粒具有至少 C 型颗粒构型。 

 

 

 

9.根据权利要求 1的复合颗粒，其中一部分该颗粒具有至少 D 型颗粒构型。 

 

 

 

10.根据权利要求 1的复合颗粒，其中一部分该颗粒具有至少 E 型颗粒构型。 

 

 

 

11.根据权利要求 1的复合颗粒，其中一部分该颗粒具有至少 F 型颗粒构型。 

 

 

 

12.一种化学机械平坦化磨料组合物，其包含呈浆料形式的作为磨料的根据权利要

求 1的复合颗粒和溶剂。 

 

 

 

13.根根据权利要求 12的磨料组合物，其中该溶剂是软水，该复合颗粒以0.001-

20w/w％的浓度存在，该浆料进一步包含 0.1-10w/w％的氧化剂，0.05-10w/w％的

螯合剂，0.01-10w/w％的表面活性剂和 0.0001-10w/w％的钝化剂。 

 



 

 

14.根据权利要求 13的磨料组合物，其中该氧化剂是选自由过氧化物、氯酸盐、亚

氯酸盐、高氯酸盐、溴酸盐、亚溴酸盐、过溴酸盐、硝酸盐、过硫酸盐、碘酸盐、

高锰酸盐或次氯酸盐组成的组中的至少一种。 

 

 

 

15.根据权利要求 13的磨料组合物，其中该络合剂是选自由多胺、聚氨基羧酸或氨

基酸组成的组中的至少一种。 

 

 

 

16.根据权利要求 13的磨料组合物，其中该表面活性剂是非离子型表面活性剂。 

 

 

 

17.根据权利要求 13的磨料组合物，其中该浆料进一步包含无机磨料粒，该无机磨

料粒是选自由 SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、

ZrO<sub>2</sub>、ZrSiO<sub>4</sub>、CeO<sub>2</sub>、SiC、

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、TiO<sub>2</sub>、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>

或金刚石组成的组中的至少一种。 

 

 

 

18.一种化学机械平坦化方法，其包括：将权利要求13的化学机械平坦化磨料浆料

组合物施涂到半导体表面上。 

 

 



 

19.权利要求 18的化学机械平坦化方法，其进一步包括在该化学机械平坦化磨料浆

料组合物中混入该复合颗粒之前，在阴离子型表面活性剂存在下减小该复合颗粒粒

度的预备步骤。 

 

 

 

20.权利要求 18的化学机械平坦化方法，其中该半导体表面的组成包含铜，并且该

磨料浆料组合物进一步包含无机磨料粒。 

 

 

 

 

   



说  明  书 

发明领域 

 

本发明涉及用于化学机械平坦化(CMP)的浆料设计，其包含经设计的(engineered)非

聚合有机颗粒作为主要组分。本发明还涉及制备经设计的非聚合有机颗粒的方法，

该经设计的非聚合有机颗粒可以用于 CMP 应用，和使用该经设计的非聚合有机颗

粒的 CMP 方法。 

 

发明背景 

 

CMP 是用于制造各种应用中的高级存储器和逻辑装置的技术。集成电路中的半导

体晶片、介电层、导线和屏蔽材料的纯衬底表面和复杂表面必须进行抛光以达到一

定的平坦度，这对于获得高密度的集成电路而言是极其重要的。通常，CMP 技术

由包括抛光机、耗材(垫片和浆料)和 CMP 后清洁在内的三个特定的主要部分组成。

CMP 浆料提供用于湿润并调节磨料、垫片和晶片表面之间相互作用的化学环境，

以及缓和抛光表面上的机械力。浆料在 CMP 工艺中起到关键作用并且决定生产效

率和产品质量。 

 

本发明总的来说涉及半导体装置的制备，更特别地涉及用于金属(例如 Cu)层和屏

蔽材料(例如 Ta、TaN 等)的 CMP 的改进的浆料组合物。 

 

表面平坦度在微电子技术中是极其重要的。随着集成技术即将步入超大规模集成电

路(ULSI)时代，CMP 被竭力推荐作为满足当今平坦化要求的唯一可行的技术。当

今 CMP 中一些非常重要的问题包括凹陷和侵蚀、腐蚀、表面的缺陷、抛光速率的

控制和表面上不同材料的选择性。现有技术尝试达到如下的这些目标。 

 

美国专利号 4,959,113公开了一种用水性浆料抛光金属表面的方法。该浆料组合物

包含水，磨料，如 SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、



TiO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>、CeO<sub>2</sub>、SnO<sub>2</sub>、SiC、

TiC，以及含有 IIA、IIIA、IVA 或 IVB 族的任何阳离子和氯离子、溴离子、碘离

子、硝酸根、硫酸根、磷酸根或高氯酸根的任何阴离子的盐。该专利还公开了用无

机酸调节 pH 范围为 1-6。 

 

美国专利号 5,084,071公开了包含磨料粒，例如 SiO<sub>2</sub>、

CeO<sub>2</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiC、

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、过渡金属螯合盐(例如 EDTA 盐)作为抛光促进剂的

CMP 浆料，所述磨料粒含有小于 1％(w/w)的氧化铝。 

 

美国专利号 5,114,437公开了用于抛光铝衬底的 CMP 浆料，其包含平均粒度为 0.2-

0.5μm 的氧化铝、以及选自由硝酸铬(III)、硝酸镧、硝酸铵铈(III)和硝酸钕组成的

组的抛光促进剂。 

 

美国专利号 5,209,816公开了一种用 CMP 浆料抛光含 Al 或 Ti 的金属层的方法，该

浆料包含无机磨料、0.1-20体积％的 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>和 1-30体积％

的 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>。 

 

美国专利号 5,225,034公开了用于抛光半导体晶片上的铜层以在该晶片上产生铜线

的 CMP 浆料。该浆料包含 AgNO<sub>3</sub>、无机磨料粒和选自

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、HClO、KClO、K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>

或 CH<sub>3</sub>COOOH的氧化剂。 

 

美国专利号 5,340,370公开了用于抛光钨或氮化钨膜的 CMP 浆料，其包含氧化剂

如铁氰化钾、无机磨料粒、水，并且具有 2-4的 pH。 

 

美国专利号 5,366,542公开了一种 CMP 浆料，其包含氧化铝磨料粒、选自由多氨

基羧酸(EDTA)和钠盐或钾盐组成的组的螯合剂，并且进一步可以包含勃姆石或铝



盐。 

 

美国专利号 5,391,258公开了用于抛光硅、二氧化硅或硅酸盐复合材料的 CMP 浆

料。该浆料除了无机磨料粒以外还包含过氧化氢和邻苯二甲酸氢钾。 

 

美国专利号 5,516,346公开了用于钛膜的 CMP 浆料。该浆料包含氟化钾，无机磨

料粒如二氧化硅，并且 pH＜8。 

 

美国专利号 5,527,423公开了用于抛光金属层的浆料，其包含氧化剂如硝酸铁、含

有至少 50％γ相的氧化铝颗粒、非离子表面活性剂如聚烷基硅氧烷或聚氧化烯醚。 

 

美国专利号 6,171,352公开了一种除了无机磨料粒以外还包含研磨促进剂的 CMP

浆料，其中所述研磨促进剂包括含有单羧基或氨基的化合物和任选的硝酸盐、以及

粘度改进剂如聚丙烯酸或其共聚物。 

 

美国专利号 6,258,721公开了一种使用金刚石颗粒作为磨料的 CMP 浆料，其包含

成分如氧化剂、螯合剂、表面活性剂等。 

 

所有以上报导的 CMP 浆料均采用无机颗粒作为磨料，并且不能充分地控制凹陷和

侵蚀、腐蚀、表面的缺陷、抛光速率以及表面上不同材料的选择性。 

 

制备 CMP 浆料的另一种方法是使用有机聚合颗粒作为磨料。所述含有有机聚合颗

粒的磨料公开在美国专利号 6,620,215中。此外，美国专利号 6,576,554教导了具有

液体和许多抛光颗粒的 CMP 用浆料，其中所述抛光颗粒包含通过将聚合有机颗粒

和无机颗粒进行热压缩而成的复合颗粒。然而，这些专利中无一教导或暗示了有机

非聚合磨料粒在 CMP 浆料中的用途，也没有教导或暗示其出乎意料的优良性能。 

 

在未决美国专利申请序列号 10/734,232中，在金属 CMP 浆料的配制中使用一组非



合有机颗粒配制金属 浆料的技术。这与本发明不同，本发明在该技术中还添

加了教导磨料粒的部分，该磨料粒经过设计，因此携带特别设计的功能。 

 

发明概述 

 

本发明提供其中使用有机磨料粒的新型 CMP 组合物和浆料。本发明进一步利用经

设计的非聚合有机颗粒来控制 CMP 过程中的情况，在该过程中该经设计的非聚合

有机颗粒经历动态变化并且提供采用常规无机磨料粒不能得到的功能。 

 

CMP 浆料中的颗粒具有至少三种功能：用作磨料以穿过待抛光的表面、用作载体

以输送所需的成分和/或带走来自正在抛光表面的被磨蚀的材料、以及用作改进浆

料的流变行为的试剂。通常，根据它们的相对硬度选择磨料。由于通常认为为了获

得可接受的去除率，磨料粒的硬度必须高，因此通常使用的磨料粒是包括二氧化硅、

氧化铝、二氧化铈、聚苯乙烯、树脂等的无机颗粒或聚合有机颗粒。现有技术的综

述显示非聚合的柔软有机颗粒直到未决美国专利申请序列号 10/734,232才被认为是

浆料配制剂中潜在的主要组分。在美国专利申请序列号 10/734,232中描述的发明基

于对这些非聚合有机颗粒在 CMP 应用中以及在 CMP 性能中具有出乎意料的有利

特性和价值的发现。本发明包括可以通过控制磨料粒内部的封包官能度的释放来控

制金属 CMP 工艺的颗粒的制造。 

 

除在美国专利申请序列号 10/734,232中公开的包含非聚合有机颗粒的浆料的优点

(低缺陷、高去除率选择性、和去除率对向下作用力的低敏感度)之外，本发明中描

述的经设计的有机颗粒提供浆料配制中的更大的灵活性和简化，这将导致浆料制造、

运输、现场维护和使用中的更大的成本降低。浆料配制的简化将导致缺陷率的进一

步降低和生产量的进一步提高。另外，基于这些经设计的颗粒的浆料将具有对其它

CMP 操作参数如垫片和/或环境温度的较低的敏感度。 

 



浆料，MRR 和向下作用力遵循由 Preston 方程描述的关系： 

 

MRR＝C×P+K 

 

其中 MRR 是材料去除率，P 是向下作用力或压力，K 是化学/机械改性剂，以及 C

通常称作 Preston 常数。 

 

在未决美国专利申请序列号 10/734,232中，已经证实由于表面官能团和待抛光的金

属表面之间强烈的相互作用，对于基于我们的非聚合有机颗粒的浆料，已经观察到

相对于在通常的可商购浆料中发现的那些小得多的 Preston 常数。本发明教导如何

使用经设计的有机颗粒来控制或调整 Preston 常数 C 和 K。更具体地说，可以用具

有特定的官能度释放性能的颗粒配制具有一组特定的 Preston 常数的浆料。 

 

附图简述 

 

图 1是如何处理包含主要成分的颗粒的优选构造； 

 

图 2是在抛光时 A 型颗粒可以如何破裂和/或溶解的图示；和 

 

图 3是具有多种封包在非聚合有机颗粒中的化学组分的颗粒的示意图。 

 

发明详述 

 

本发明的一个实施方式是化学机械平坦化磨料组合物，其包含呈浆料形式的作为磨

料的非聚合有机颗粒和溶剂。 

 

本发明的一个实施方式中，所述非聚合有机磨料粒具有小于 的平均粒度。优

选地，平均粒度为 0.1-0.75μm。非常优选地，平均粒度为 0.15-0.5μm。该颗粒可通

过多种技术如在使用分散剂或不使用分散剂的条件下湿磨来减小粒度。使用小粒度



用和更好的表面质量。

 

本发明的一个实施方式中，该非聚合有机磨料粒的粒度具有窄粒度分布。优选地，

＞90％的颗粒具有的粒度为+/-25％范围内的中均粒度。非常优选地，＞99％的颗

粒具有的粒度为+/-25％范围内的中均粒度。 

 

具有窄粒度分布的优势有两点。其一在于窄的粒度分布可能直接与粒度过大的颗粒

数低相关。粒度过大(＞ 的颗粒与多种表面缺陷如划痕、扯裂(pull out)和分层

有关。窄粒度分布的另一优势在于性能一致性。更具体地说，CMP 性能可能更直

接和更一致地与粒度和其他物理性能相关。 

 

选择所述非聚合的有机磨料粒的化学结构以提供足够的分子间力如氢键和/或离子

相互作用从而使分子保持在一起以形成初级簇，该初级簇本身又进一步聚集成具有

所需的化学组成和物理结构的颗粒。在改变用于所述非聚合有机磨料粒中的化合物

的化学结构中，可以调整所述颗粒以在衬底表面上相对另一类材料而言选择性地去

除一类材料。另外，该颗粒的化学组成将决定该颗粒在 CMP 工艺过程中提供的作

用和功能。 

 

对于要提供与金属表面的静态络合以及络合剂浓度动态提高的颗粒来说，优选该分

子具有至少一种有机官能团如羟基、胺、酰胺基、羧基，或可以与待抛光的金属形

成强的络合的任何其它结构部分。对于铜 CMP，三聚氰胺和其衍生物是极好的实

例。分子间强的氢键使得颗粒保持在一起以形成轮廓分明的颗粒。表面上的氨基官

能度提供与铜氧化物和铜离子的强相互作用。在浆料和铜表面最初接触时，氨基官

能团之间的静态相互作用允许在该表面上形成紧密堆积的颗粒层，该层有时导致对

于铜表面来说静态蚀刻速率的降低。颗粒形状的柔韧性导致颗粒表面和待抛光表面

之间进一步的紧密。在抛光过程中由于温度和剪切力上升引起的三聚氰胺溶解度提

高进一步帮助从该铜表面上除去材料。 



双氰胺和它们的盐组成的组中的至少一种。在此术语 非聚合”是指化合物不包含与

其中形成了比低聚物大的物质的点以共价键连接的单体单元。优选地该非聚合化合

物的分子量小于 1000克/摩尔。非常优选地，该非聚合化合物的分子量为 75-250

克/摩尔。优选非聚合化合物不在合并两种或更多种单体的步骤中制备。 

 

不同于包含固定量的络合剂的普通浆料，本发明的浆料具有就地动态地提供所需量

的络合剂的能力。更重要的是，这种输送优选根据表面形状局部地实现。更具体地

说，经历较大局部温度变化或剪切力的具有较高外形的区域将被动态地提供更多量

的络合剂。这种选择性释放的结果是阶梯高度下降效率的提高。 

 

除可以与将从表面上除去的金属离子形成有效的络合物的其化学官能度之外，该络

合剂在室温下作为固体应该是稳定的。在一些设计中，甚至进一步要求该固体的溶

解度在室温下低，而在升高的温度下高。在下述的一些设计中，这种要求不如其它

的要求重要。为了说明分子结构，以下是具有 α-氨基酸作为核心结构的代表性络

合剂。 

 

 

 

α-氨基酸    α-氨基酸的芳族变体 

 

 

 

α-氨基酰胺 

 

 

 

上组有机前体可以分类为α氨基酸的衍生物或变体。这些 α氨基酸可以与铜离子形



 

具有核心 氨基酸的化合物也具有与铜离子强烈地相互作用的能力。这些结构在以

下给出。 

 

 

 

β-氨基酸    β-氨基酸的芳族变体 

 

 

 

β-氨基酰胺 

 

 

 

上面示出的结构只是用于说明的目的。其它的具有类似官能度的结构可以很容易地

被有机化学方面的技术人员识别。 

 

除络合剂之外，该颗粒还可以包含成膜剂，该成膜剂为固体颗粒并且衍生自例如以

下示出的苯并三唑。 

 

 

 

另外，该颗粒可以包含固体氧化剂如过硫酸盐、高碘酸盐、高锰酸盐、高氯酸盐、

过硼酸盐，以及各种固态的过氧化氢衍生物如过氧化氢-脲。 

 

本发明的一个实施方案是用于制备包含氧化剂、络合剂和/或其它成分的颗粒的方

法。优选的结构的示意图在图 1中示出。 

 



中描述的颗粒(其在此整体引用供参考)可以分类

为 A 型颗粒，其中全部固体颗粒由单一化学组分构成，该组分为单晶、多晶或非

晶形式。该颗粒中的化学组分被均匀地固化并且通过分子间力如氢键或离子相互作

用保持在一起。 

 

在本发明的一个实施方案中，该 CMP 组合物包含至少一种为颗粒提供更大官能度

和为浆料提供简易性的另外类型的颗粒。在 B 型颗粒中，至少一种组分形成分散

在连续相中的它自己的相。该封包的颗粒包括充当氧化剂、络合剂等的化合物。在

C 型颗粒中，两种或多种相被物理混合在一起。不存在明显的连续相。在 D 型颗

粒中，两种相通过核-壳型结构分离。可以将该络合剂封包在涂层的内部。在 E 型

颗粒中，制造多层结构。在 F 型中，将 D 型和 B 型结合。本发明人预见使用有机

化学、结晶工程和胶体化学的技术可以设计并且实行更多的此类组合，并且它们是

本发明的一部份。 

 

这些颗粒在 CMP 过程中可简单地变形，这可以提高磨料粒和待抛光的表面之间的

接触表面积。在剪切力或局部温度的升高时，这些颗粒还可能破裂或部分地溶解。

这将进一步提高特定类型的活性化学组分可获得的浓度。如果它是络合剂或氧化剂，

则在那个位置的去除率将显著地提高。如图 2所示，A 型颗粒可能在抛光时破裂和

/或溶解。 

 

类似地，在图 2中示出的其它类型的颗粒也可能经历如图 3所示相同的破裂或溶解

过程。图 3是具有多种封包在非聚合有机颗粒中的化学组分的颗粒的示意图。在原

始颗粒破裂之后，化学组分可在颗粒破裂的位置开始相互作用。 

 

在这种情况下，该化学组分也可能开始在其自身之间相互作用，如果对初始颗粒进

行仔细的设计和制造，这可以所需方式引起进一步的化学反应。 

 

在形成经设计的颗粒的本发明方法中，表面活性剂起到两种作用。第一是通过电荷



排斥、空间排斥或粘度提高稳定在处理过程中形成的颗粒。第二个作用是形成超分

子集合，该超分子集合是复合颗粒，该复合颗粒在其核心中包含较小的单一组分颗

粒，以避免该单一组分颗粒直接地与浆料中的化学物质相互作用。第一个作用与颗

粒形成技术中所使用的类似，但是仍与其不同。第二个作用是独特的，因为它提供

具有许多在 CMP 操作过程中显示出来的优点的复合颗粒。当该单一组分颗粒是氧

化剂，如 APS 或 KPS 时，可以隔离这些氧化剂，使其不与待抛光的表面相互作用，

并且待抛光表面的静态蚀刻速率得以最小化。 

 

这种结合可以形成“智能的”颗粒，其中氧化剂、钝化剂和催化剂可以保持在两种分

离的相中。当该集合在颗粒的表面之下包含试剂时，该衬底在抛光过程中不暴露在

所保留的试剂下。然而，在抛光过程中该超分子集合能够根据需要向目标表面释放

氧化官能度或试剂。该释放率可以通过压力和/或温度的变化来进行控制。在包含

凸起的区域中，高的局部压力将“打开”(释放)氧化官能度并且产生高的 MRR。在

较低的或凹形的区域中，低的局部压力不足够高以释放所保留的试剂，这样该试剂

对该衬底来说仍是“隐藏的”。最终结果是，凹形区域的 MRR 将被最小化，腐蚀度

降低，这可能引起较低的凹陷和较长的平坦化距离。 

 

在选择用于形成该复合颗粒的合适的表面活性剂的过程中，遵循两个基本准则。第

一是使表面活性剂的电荷与要保护的单一组分颗粒的电荷相配。例如，对于 pH 值

＝5的三聚氰胺颗粒，使要保护的颗粒带正电荷。为了完全有效地保护这些颗粒，

带负电荷的表面活性剂是更适合的。在广泛使用的带负电荷的表面活性剂之中，十

二烷基硫酸钠(SDS)和十二烷基苯硫酸钠(SDBS)是较小离子表面活性剂的极好的实

例。在常用的聚合物表面活性剂之中，2-萘磺酸钠甲醛缩合物和聚苯乙烯磺酸盐是

具有代表性的。第二个准则是它的覆盖有效性。更具体地说，被吸附的和自由溶解

的表面活性剂之间的交换速率必须低。换言之，封包的化学物质通过直接溶解释放

到溶液中的机率必须低。为此，具有低的水溶解度的聚合阴离子型表面活性剂是优

选的。一个这样的实例是中等分子量的烷基萘磺酸钠，其能够以 Petro LBA 或

Petro LBAF 商购。 



 

该复合非聚合有机颗粒“基本上由本文描述的化合物和添加剂组成”。此处的短语

“基本上由......组成”指的是该复合非聚合有机颗粒在预定的添加剂中的纯度大于

80w/w％。该固体颗粒可包含杂质如作为晶格一部分结晶的溶剂基团。优选地，该

非聚合有机颗粒具有大于 90w/w％的纯度。非常优选地，该非聚合有机颗粒具有大

于 95w/w％的纯度。该 w/w％值基于所述颗粒的总重量。 

 

该复合非聚合有机颗粒的粒度和粒度分布可通过工业上标准的研磨技术控制。研磨

可以在湿润或干燥条件下进行。颗粒的粒度可以用均化器减小，均化器是用于易碎

颗粒的优选装置。 

 

在进行湿磨时，优选使用分散剂/表面活性剂。可以使用非离子、阴离子、阳离子

和两性型分散剂/表面活性剂中的任何一种。阴离子分散剂/表面活性剂的实例是脂

肪酸盐如硬脂酸钠、油酸钠和月桂酸钠；烷基芳基磺酸盐如十二烷基苯磺酸钠；烷

基或链烯基硫酸酯盐如十二烷基硫酸钠；烷基磺基琥珀酸酯盐如单辛基磺基琥珀酸

钠、二辛基磺基琥珀酸钠(CYTECOT-75)和聚氧乙烯月桂基磺基琥珀酸钠；特定芳

族磺酸-甲醛缩合物的钠盐如 β-萘磺酸与甲醛缩合产物的钠盐(DAXAD 19)；聚氧化

烯烷基或链烯基醚硫酸酯盐如聚氧乙烯月桂基醚硫酸钠；聚氧化烯烷芳基醚硫酸酯

盐如聚氧乙烯壬基酚醚硫酸钠；等等。 

 

此外，可用的非离子分散剂/表面活性剂的实例是聚氧化烯烷基或链烯基醚如聚氧

乙烯月桂基醚和聚氧乙烯硬脂基醚；聚氧化烯烷基芳基醚如聚氧乙烯辛基酚醚和聚

氧乙烯壬基酚醚；失水山梨糖醇脂肪酸酯如失水山梨糖醇单月桂酸酯、失水山梨糖

醇单硬脂酸酯和失水山梨糖醇三油酸酯；聚氧化烯失水山梨糖醇脂肪酸酯如聚氧乙

烯失水山梨糖醇单月桂酸酯；聚氧化烯脂肪酸酯如聚氧乙烯单月桂酸酯和聚氧乙烯

单硬脂酸酯；甘油脂肪酸酯如油酸单甘油酯和硬脂酸单甘油酯；聚环氧乙烷聚环氧

丙烷嵌段共聚物；等等。 
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